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9.	
 	
 研究実績の概要	
 

下欄には、当該年度に実施した研究の成果について、その具体的内容、意義、重要性等を、交付申請書に記載した	
 

「研究の目的」、「研究実施計画」に照らし、600 字～800 字で、できるだけ分かりやすく記述すること。また、国立	
 

情報学研究所でﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化するため、図、ｸﾞﾗﾌ等は記載しないこと。	
 

シリコンカーバイド（SiC）を用いた低損失電力変換素子は、二酸化炭素25%削減を達成し、低炭素

社会を目指していくための必須技術である。本研究では、大電力を高速かつ高効率で変換・制御する

SiCパワーエレクトロニクスの実現に向けての最大の課題である、SiO2酸化膜とSiCとの界面に存在す

る高密度の界面欠陥を詳細に解析し、良質な界面構造を実現することを目的としている。	
 

平成２２年度においては、これまで問題となっていた、SiO2/SiC構造における界面準位密度を低減

させる全く新しい手法として、POCl3アニール法を提案し、界面準位が大幅に低減できることが明ら

かになった。そこで、この手法を用いてSiC	
 MOSFETを作製したところ、チャネル移動度を89	
 cm2/Vs

まで向上することができた。これまでの標準的な値の３倍である。	
 

このように、高いチャネル移動度を得ることができたため、引き続き、そのメカニズムについて調

べる研究を行った。まず、熱刺激電流測定などの低温での電気測定を用いて、界面近傍の酸化膜トラ

ップ（ＮＩＴ）の存在について調べた。その結果、POCl3アニールを行うことによって、ＮＩＴの密

度が大幅に低減できていることが明らかになった。物理的なメカニズムを明らかにするため、Ｘ線光

電子分光法による解析を行ったところ、ＰがSiO2中に導入されることにより、酸化膜ネットワークの

打開が生じ、構造緩和が起こっていることが示唆された。これにより、低い界面準位密度と高いチャ

ネル移動度が実現できたと考えられる。	
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